
３次元グラフィックスやデジタルテレビなどに使われる画像用途の

メモリには，ランダムアドレス・サイクル時間と連続アドレス・サイクル時

間の両方を短縮することが求められています。このようななか，当

社はランダムアドレス・サイクル時間が30ns，連続アドレス・サイクル時

間が5ns（200MHz）を実現した64MビットFCRAMを開発しまし

た。

本製品には，JEDEC標準のダブルデータレート・シンクロナス

DRAM（以下DDR-SDRAM）と同じ入出力インタフェースを備えた

MB81P643287，および出力の終端抵抗を内蔵したMB81N643289

の２種類があります。

MB81P643287/MB81N643289は，FCRAMコアを採用するこ

とで高速なランダムアクセス性能を実現しています。これらの製品

には次のような特長があります。

ランダムアドレス・サイクル時間：30ns

連続アドレス・サイクル時間：5ns

データ転送レート：1.6Gバイト/秒

データの入出力：DDR方式

入出力インタフェース：SSTL_2（MB81P643287），または

CMOS送信端終端（MB81N643289）に対応

語構成：×32

バンク構成：８バンク

CASレイテンシ（CL）＝２，３

バースト長＝２，４，８に対応

ライトレイテンシ：１（MB81P643287）

またはCL-１（MB81N643289）に対応

ライト動作でのRAS-CASディレイタイム：２，３（MB81P643287）

または１（MB81N643289）に対応
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新 製 品

概　　要

64MビットダブルデータレートFCRAMTM

MB81P643287/MB81N643289
200MHzのクロック周波数で動作する，64MビットFast Cycle RAM

（FCRAM）です。ランダムアドレス・サイクル時間の大幅な短縮と，

高いデータ転送レート（1.6Gバイト/秒）を実現し，高速動作が要求

される画像用途向けに最適です。

特　　長

写真１　外観

写真２　チップ



パッケージはMB81P643287/MB81N643289ともにTSOPⅡ-86

（0.5mmピッチ）を採用しています。プロセスは，ポリシリコン３層，

メタル３層配線アーキテクチャの0.2μmプロセスを使用しています。

表１に，MB81P643287/MB81N643289とJEDEC標準のDDR-
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DLL（Delay Locked Loop，遅延素子による同期ループ回路）

を搭載

入出力ともにデータストローブを使用（Bi-Directional）

データストローブはDQ端子８ビットごとに使用

ディファレンシャルクロック使用

図１にMB81P643287/MB81N643289の端子配列を示します。

MB81P643287/MB81N643289

MB81N643289

MB81P643287

（TOP VIEW） 

VDD 
DQ0 
VDDQ 
DQ1 
DQ2 
VSSQ 
DQ3 
DQ4 
VDDQ 
DQ5 
DQ6 
VSSQ 
DQ7 
DQS0 
VDD 
DM0 
WE 
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RAS 
CS 
BA2 
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BA1 

A10/AP 
A0 
A1 
A2 
DM2 
VDD 
DQS2 
DQ16 
VSSQ 
DQ17 
DQ18 
VDDQ 
DQ19 
DQ20 
VSSQ 
DQ21 
DQ22 
VDDQ 
DQ23 
VDD 

 
 
 

VSS 
DQ15 
VSSQ 
DQ14 
DQ13 
VDDQ 
DQ12 
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VSSQ 
DQ10 
DQ9 
VDDQ 
DQ8 
DQS1 
VSS 
DM1 
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A9 
A8 
A7 
A6 
A5 
A4 
A3 
DM3 
VSS 
DQS3 
DQ31 
VDDQ 
DQ30 
DQ29 
VSSQ 
DQ28 
DQ27 
VDDQ 
DQ26 
DQ25 
VSSQ 
DQ24 
VSS 
 
 
 

VDD 
DQ0 
VDDQ 
DQ1 
DQ2 
VSSQ 
DQ3 
DQ4 
VDDQ 
DQ5 
DQ6 
VSSQ 
DQ7 
DQS0 
VDD 
DM0 
WE 
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CS 
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BA0 
BA1 
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A0 
A1 
A2 
DM2 
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8 
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12 
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22 
23 
24 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
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86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
 

VSS 
DQ15 
VSSQ 
DQ14 
DQ13 
VDDQ 
DQ12 
DQ11 
VSSQ 
DQ10 
DQ9 
VDDQ 
DQ8 
DQS1 
VSS 
DM1 
VREF 
CLK 
CLK 
PD 
A9 
A8 
A7 
A6 
A5 
A4 
A3 
DM3 
VSS 
DQS3 
DQ31 
VDDQ 
DQ30 
DQ29 
VSSQ 
DQ28 
DQ27 
VDDQ 
DQ26 
DQ25 
VSSQ 
DQ24 
VSS 
 
 
 

86 ピン 
TSOP-Ⅱ 

（0.5 mm ピッチ） 

400 mm 
× 

875 mm

ローアドレス： 
A0-A10 
 

バンクアドレス： 
BA0-BA2

コラムアドレス： 
A0-A6

オートプリチャージ： 
A10

図１　端子配列

項　　目 ＭＢ８１Ｐ６４３２８７ 

２．５Ｖ 

ＳＳＴＬ-２ 

８６ピンＴＳＯＰ 

８バンク 

２，４，８ 

５ｎｓ（２００ＭＨｚ） 

２，３ 

１ 

あり 

４ 

３０ｎｓ 

１５ｎｓ 

ＭＢ８１Ｎ６４３２８９ 

２．５Ｖ 

ＣＭＯＳ送信端終端 

ＣＡＳレイテンシー１ 

なし 

１５ｎｓ 

５ｎｓ 

ＤＤＲ-ＳＤＲＡＭ 

２．５Ｖ 

ＳＳＴＬ-２ 

１００ピンＴＱＦＰ 

４バンク 

２，４，８，フルコラム 

６ｎｓ（１６６ＭＨｚ） 

１ 

あり 

１ 

６６ｎｓ 

１８ｎｓ 

電源電圧 

出力専用電源電圧 

インタフェース 

パッケージ 

バンク数 

バースト長 

ＣＡＳレイテンシ 

ライトレイテンシ 

インタラプト動作 

ＤＱＳ 

ｔＣＫ 

ｔＲＣ 

ｔＲＣＤ 
リード時 

ライト時 

表１　仕様比較

相 違 点
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SDRAMの仕様比較を示します。

MB81P643287は，JEDEC標準のDDR-SDRAMと互換性のあるイン

タフェースを採用しています。その一方，RASサイクルタイム（tRC）は

30nsを実現しており，DDR-SDRAMの２倍以上高速になっています。

MB81N643289はCMOS送信端終端を採用しています。図２に

CMOS送信端終端のモデルを示します。このインタフェースは，出力の

終端抵抗を内蔵しており，実装基板上の終端抵抗が不要です。また，

ライト時のRAS-CASディレイタイム（l RCDW）を１にすることができます。

図３に動作周波数の電源電圧依存性を示します。図４にCASレ

イテンシ＝３，バースト長＝２，SSTL-2出力負荷での200MHz動作

時の出力波形を示します。また表２・表３に特性を示します。 ■

＊FCRAMは富士通株式会社の商標です。

MB81P643287/MB81N643289

［VDD］ 
 

［tCK］ 
 

［tCK］ 
 

2. 000V 
2. 100V 
2. 200V 
2. 300V 
2. 400V 
2. 500V 
2. 600V 
2. 700V 
2. 800V 
2. 900V 
3. 000V

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP－－－＋ 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   . 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

CL＝3

＋－－－－
∧
－－－－＋－－－－

∧
－－－－＋－－－－

∧
－－－－＋－－－－

∧
－－－－＋－－－－

∧
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∧
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∧
－－－－＋ 
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10NS 9NS 8NS 7NS 6NS 5NS 4NS

［VDD］ 
 

［tCK］ 
 

［tCK］ 
 

2. 000V 
2. 100V 
2. 200V 
2. 300V 
2. 400V 
2. 500V 
2. 600V 
2. 700V 
2. 800V 
2. 900V 
3. 000V

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP－－＋－－－－＋－－－－＋－－－－＋－－－－＋ 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP        .           .           .           . 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   .           .           .           . 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   .           .           . 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP        .           . 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   .           . 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP          . 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP     . 
＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   . 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   . 

＞  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP－＋ 

 

CL＝2

＋－－－－
∧
－－－－＋－－－－

∧
－－－－＋－－－－

∧
－－－－＋－－－－

∧
－－－－＋－－－－

∧
－－－－＋－－－－

∧
－－－－＋ 
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図３　動作周波数の電源電圧依存性

出力回路 

終端抵抗 

PAD

図２　CMOS送信端終端のモデル

特　　性
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MB81P643287/MB81N643289

ACTV READ PRE

1.00 V 5.00 ns

CLK

RAS

CAS

DQS

DQ

図４　200MHz動作時の出力波形（tCK＝5ns，CL＝3，BL＝2）

パラメータ名 

ＣＬ＝３ 

ＣＬ＝２ 
クロック 

シンボル 

ｔＣＫ 

単位 
－５０ 

最小 最大 

－６０ 

最小 最大 

５．０ ９．０ 6．０ 

７．５ １０．５ ９．０ 
１０．５ 

ＣＬ＝３ 

ＣＬ＝２ 
ＲＡＳサイクルタイム ｌＲＣ 

６ 
─ 

６ 
─ 

５ ５ 

ｎｓ 

ＣＬ＝３ 

ＣＬ＝２ 
ＲＡＳアクティブタイム ｌＲＡＳ 

４ １１０００ ４ １１０００ 

３ ７３３３ ３ ７３３３ ｔＣＫ 

ＣＬ＝３ 

ＣＬ＝２ 
ＲＡＳ-ＣＡＳディレイタイム ｌＲＣＤ 

ＲＡＳプリチャージタイム ｌＲＰ 

３ 
─ 

３ 
─ 

２ ２ 

ｔＣＫ≦７．５ｎｓ 電源起動時におけるＤＤＬが 
ロックするまでに要する最低 
必要なクロック数 
 

ｌＰＣＤ 
４００ 

─ 
４００ 

─ 

ｎｓ 

ｔＣＫ 
ｔＣＫ≦１０．５ｎｓ ６３０ ６３０ 

２ ─ ２ ─ 

ＤＱ出力アクセスタイム ｔＡＣＣ －０．７ ０．７ －０．８ ０．８ 

リフレッシュ特性 ─ ４０９６サイクル/３２ｍｓ ─ 

表２　主要特性（MB81P643287）

パラメータ名 

ＣＬ＝３ 

ＣＬ＝２ 
クロック 

シンボル 

ｔＣＫ 

単位 
－５０ 

最小 最大 

－６０ 

最小 最大 

５．０ ９．０ 6．０ 

７．５ １０．５ ９．０ 
１０．５ 

ＲＡＳサイクルタイム ３０ ３６ 

２０ ２４ 

ｎｓ 

ＣＬ＝３ 

ＣＬ＝２ 

ＲＡＳアクティブタイム 

ｌＲＣＤ 
３ ３ 

２ 

─ 

５５０００ 

２ 

─ 

５５０００ 

ｔＣＫ 
ＣＬ＝３ 

ＣＬ＝２ 

ＲＡＳ-ＣＡＳディレイタイム 
（ライト動作） ｌＲＣＤＷ 

ＲＡＳプリチャージタイム ｔＰＣＬ 

１ 
─ ─ 

１ 

ｔＣＫ≦７．５ｎｓ ＤＬＬがロックするまで要す 
る最低必要なクロック数 ｌＬＯＣＫ 

４００ 
─ 

４００ 
─ 

ｎｓ 

ｔＣＫ 
ｔＣＫ≦１０．５ｎｓ ６３０ ６３０ 

１０ １２ 

ＤＱ出力アクセスタイム ｔＡＣ 

ｔＲＣ 

ｔＲＡＳ 

－０．７ ０．７ －０．８ ０．８ 

リフレッシュ特性 ─ ４０９６サイクル/３２ｍｓ ─ 

ＲＡＳ-ＣＡＳディレイタイム 
（リード動作） 

表３　主要特性（MB81N643289）

技術に関するお問い合わせ先：LSI事業本部　DRAM事業部 アプリケーションエンジニアリング部

TEL（044）754-3283 FAX（044）754-3343

営業に関するお問い合わせ先：最寄りの営業部門（裏表紙をご参照ください）


